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論文内容の要 旨
水素化アモノレファスSi(a -Si : H)は?結品半導体では得られないアモルファス材料の特徴を生か
しつつv 太陽電池を代表とする様々なデパイス材料として利用されている。その光電変換デバイス応用




ルスレーザー光を利用したトランジェントグレーティ Yグ (TG)法により， a-Si:Hのキャリヤダ























a -Si : Hを太陽電池のような光電変換デバイスとして応用する際，最も問題となっているのは，光
照射による光伝導度の減少と，ヘテロ接合界面における電気的特性の劣化である。
本論文において，光照射前後における a-S i : Hのキャリアの移動度と寿命をTG法により測定し，
光伝導特性の劣化の原因が光照射により発生した欠陥によるキャリア寿命の減少に起因することを明ら
かにしたことは大きな成果であるO
次に励起光波長を種々に変化させたTG測定により， a -SiC : H/ a -Si : Hヘテロ接合界面を含
む各種界面におけるキャリアの移動度と寿命を観測し光電変換デバイスの特性を左右するキャリアの
移動度・寿命積が，バルク>表面>(a -Si: H/基板)界面>(a -SiC : H/ a -Si : H)界面の
順に減少することを明らかにした。
これらの成果はa-Si: Hの研究における先駆的役割を果しており，この分野に与えるインパクトは
大きL、。よって本研究は博士論文として価値あるものと認めるO
?
?
